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5 Unipolárny tranzistor 
Štruktúra tranzistorov J FET a.) MES FET b.) a MOS FET c.)  

•Sú to napäťovo-riadené súčiastky s vysokou vstupnou 

impedanciou FETy 

•FETy sú teplotne stabilnejšie ako bipoláme tranzistory . 

•Výroba FETov je jednoduchšia ako výroba bipolárnych 

tranzistorov, Iebo vyžaduje menej maskovacích krokov a 

menej difúzii. Väčšia  počet súčiastok (na jeden čip. 

•Pre malé hodnoty napätia medzi kolektorom a emitorom 

sa FETy chovajú ako napätím riadené rezistory .  

•Vysoká vstupná impedancia FETov dovoľuje uchovať 

náboj k vstupu pripojeného kondenzátora pomerme dlho. 

Dynamické pamäte  

•Tiež široká škála obvodov založená na spínaní 

kondenzátorov (angl.switched capacitors – SC) využíva 

možnosť tvorby kondenzátorov s presným pomerom ich 

hodnôt a vysokého vstupného odporu na odčítanie na nich 

zaregistrovaného napätia.  

•Výkonové FETy môžu rozptýliť väčší výkon a spínať vel'ké 

prúdy .  

Nevýhody :  

•FETy majú obyčajne horšiu frekvenčnú odpoveď z dôvodu 

vysokej vstupnej kapacity .  

•Niektoré typy FETov majú horšiu linearitu.  

•FETy môžu byť zničené pri manipulácii dôsledkom 

statickej elektriny. Paralelne k vstupnému hradlu 

implantované napäťové obmedzovače.   
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J FET vs. MOS FET 
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5 Unipolárny tranzistor 
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5 Unipolárny tranzistor 

Kanál môže byť typu N a typu P 
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Dva MOSFETy v testovacom 

usporiadaní 

Mnohotranzistorové 

pole 

Štruktúry MOS FET tranzistorov 

Výhoda v možnosti 

paralelného zapojenia 
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5.4 Linearizovaný model poľom riadených tranzistorov 

Model poľom riadeného tranzistora v oblasti saturácie  

Model poľom riadeného tranzistora v oblasti otvoreného kanálu  

Linearizovaný model poľom riadeného tranzistora v oblasti saturácie  
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5.4 Linearizovaný  model FE tranzistorov 

Linearizovaný model poľom riadeného tranzistora v oblasti saturácie  
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5.5 Aplikácie poľom riadených tranzistorov 
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5.5 Aplikácie poľom riadených tranzistorov 

Aplikácie MOS FET tranzistorov v obohacovanom móde 

Hradlo musi byť kladnejšie  
Rovnice určujúce pracovný bod  
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Strmosť rastie úmerne s počtom paralelne zaradených MOS FET tranzistorov. 

Sčítavanie prúdov z napätím riadeného zdroja.  

Vstupný odpor zostáva vysoký. 
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5.5 Nastavenie pracovného bodu sériovým kondenzátorom 

Aplikácie JFET tranzistorov s premenným zosilnením. 

 

• Prechod hradlo emitor – usmerňovač 

• Nárastom amplitúdy – narastá jednosmerné napätie na kondenzátore 

• Dochádza k posunu pracovného bodu smerom k oblasti 

s nižšou strmosťou 

• Automatické riadenie zisku  -AVC 

Dolná medzná frekvencia 
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5.5 MOS FET tranzistor ako zaťažovací odpor 

Použitie obohacovaného MOS FET tranzistora  Chovanie opísané rovnicam 
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Výhoda pre mikroelektronické procesy: 

• Všetky súčiastky s podobnou štruktúrou 

• Realizácia rezistorov – ďalší 

technologický krok 

• Vyššia presnosť a spoločné  

charakteristiky vplyvom teploty , 

 zmien nap. napätia 
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5.5 MOS FET tranzistor ako spínač 

Použitie MOS FET tranzistora k spoločnej zemi 

Použitie MOS FET tranzistora ako sériového spínača zdroja na záťaž 

2min1221max111

2max1221min111

)kanN(;)kanP(

:zatvorenie

)kanN(;)kanP(

:otvorenie

PGSPGS

PGSPGS

UUUQUUUQ

UUUQUUUQ







14 

5 Číslicové obvody CMOS 
Dva stavy CMOS invertora  

Dva typy CMOS logických hradiel  
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Ukážky unipolárnych tranzistorov 

Výkonové MOSFET 

tranzistory s chladičmi pre 

výkonový TRM-800 audio 

zosilňovač 

MOSFET tranzistory v 

spínanom režime 

http://en.wikipedia.org/wiki/TRM-800
http://en.wikipedia.org/wiki/TRM-800
http://en.wikipedia.org/wiki/TRM-800
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Ukážky unipolárnych tranzistorov 

J FET 
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Ukážky unipolárnych tranzistorov 

MOS FET 

1 kW MOS FET audio 

zosilňovač 


